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窒化ガリウム(GaN)を用いた縦型パワーデバイスの研究が活発化している. 縦型デバイスは, エ
ピタキシャル成長をはじめイオン注入, 反応性イオンエッチングなどのプロセスを経て形成され

るが, 各プロセスにおいて GaN 中に種々の点欠陥が導入されることから, 点欠陥と形成される深

い準位について理解することは重要である. これまで, 我々はエネルギー100~400 keV の電子線照

射によって, GaN 中で発生する N 原子変位, および導入される真性欠陥 VN, NIと, DLTS によって

観測される 2 つの深い準位 EE1 (ΔET=EC–ET=0.17 eV)および EE2 (ΔET~1 eV)の相関について議論し

てきた[1]. 一方で, 450 keV 以上の高エネルギーで電子線照射を行うと, N および Ga 原子両方の変

位が発生すると予測されている[2]. 高エネルギー電子線照射によって形成される準位を調べ, こ
れまで得た N 原子変位関連欠陥の情報を考慮しつつ解析を行うことで, Ga 原子変位関連欠陥の情

報を得ることができる. 今回は, Ga 原子変位が発生する高エネルギーにて電子線照射を行い, 形
成される深い準位について評価を行ったので報告する.  

GaN自立基板上にMOVPEにより成長した n-GaN(実効ドナー密度 1.4×1016 cm–3)に対して, エネ

ルギー2 MeV の電子線照射を行った. フルエンスは 3×1015 cm–2 とし, 照射後に Ni ショットキー

電極(φ = 1 mm)を蒸着により形成した. Fig. 1 に低温 DLTS および 360 K ICTS スペクトルを示す. 
MOVPE 成長した n-GaN に存在する準位 E1 および E3 のピークに加えて, EE1, EE3, EE4, EE5, 
EE6(それぞれΔET=0.16, 0.51, ~1.0, ~1.0, ~1.0 eV)の 5つのピークが観測された. EE1は, 400 keV以下

で照射した試料においても観測されており, 起源はVN関連であると推測される. また, EE5とEE6
のいずれか一方は, 400 keV 以下の照射で観測される EE2 ピークと同一であり起源は NI関連であ

ると推測され, 他方のピークは, Ga 変位関連欠陥(VGa または GaI)を起源とする準位であると考え

られる. EE3および EE4は, 400 keV未満の照射では観測されておらず, また, EE1, EE5, EE6と比較

して密度が 1~2 桁程度

小さいことから, VGa や

GaI が関連する複合欠

陥である可能性が示唆

される.  
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Fig. 1: Low temperature DLTS (left, for shallower level) and 360 K ICTS (right, for 
deeper level) spectra of n-GaN epilayers irradiated with 2-MeV electron beam. 
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